
Для лазеров без модуляции добротности fи "" 10-з сек; и если толщина рабочей 
пластинки не превышает глубины разогрева за это время, то для оценок можно в ка­
честве l взять толщину рабочей пл астинки. Системы, описанные в [1, 2], имеют рабо­
чую пластину из меди, А"" 1 см· сек-•,, [:о< 10-2 с"и; R"" 0,8, а=2. 10-s град-1, 
(1) ""0,3 рад/сек. При этих условиях в~ 2. 103, т. е. вносимая ошибка при из~:еренин 
энергии излучения не больше десятых долей процента. Однако для материалов с боль­
шой теплоемкостью и особенно при измерениях на более ~высоких частотах этот эффект 
может стать сравнимым с эффектом светового давления. При повышении частоты ко­
лебаний центра масс измерительной системы, кроме того, более точно может выпол­
няться условие t0 >-т:. 

В частности, по нашему мнению, описанный эффект может ограничить примене­
ния пондеромоторныJС измерителей мощности, описанных в работе (8], особенно в м11л­
лиметровом диапазоне длин волн. Кварцевая пластина, используемая в этих приборах 
в качестве регистрирующей колебательной системы, имеет собственную частоту поряд­
ка нескольких мегагерц. В сантиметровом диапазоне можно иметь относительно боль­
ший коэффициент отражения, что снимает опасность ошибок, !Вызванных этим эффек­
том, вдали от критических частот волноводных систем, когда поглощение мало . 

Соотношение (6), определяющее относительное влияние силовых воздействий нэ 
пробное тело, вызванных световым давлением и термоупругим эффепом, будет при­
менимо и в том случае, если нас будет интересовать флуктуационное воздействие, 
порожденное непостоянством светового потока. Таким образом, в тонких физических 
экспериментах (например, [9]), в которых малые колебания пробных тел регистриру­
ются по модуляции световых потоков [3], механическое воздействие на пробное те.10 
флуктуирующего светового потока может оказаться слабее, чем воздействие, вызван­
ное термоупругим эффектом. 

В заключение авторы выражают благодарность И. И . Минаковой за ценные _р.нс­
куссии . 
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В. С. Д Н Е П Р О В С К И Я, В. И. ПА Р Ы Г И Н 

О ВЛИЯНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА КРАИ 

ОСНОВНОЙ ПОЛОСЫ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 

В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МОНОКРИСТАЛЛАХ 

CdSx CdSe1-x 

В ряде работ (1, 2, 3] исследовалось влияние сильного электрического поля н а 
«собственное» поглощение полупроводниковых кристаллов, имеющих резкии порог 
оптического поглощения со стороны больших длин волн, которому соответствует мини­
мальное расстояние между валентной зоной и зоной проводимости. Внешнее электра­
ческое поле приводит к размытию края основной полосы поглощения и увеличению 

Епо 
вероятности поглощения квантов света частоты v<vo, где vo= h (Едо - ширина за-

прещенной зоны) . Исследованное теоретически в работах ['i, 5], это явление интерпре­
тируется как сдвиг края поглощения в сторону более д.1инных волн . 

128 



Ныш исследовались образцы полупроводниковых монокристаллических смесей 
CdSxCdSel-x· У этих смесей край полосы поглощения может находиться в обJiасти 
длин волн Л '"'-0,5-0,7 µ в зависимости от процентного содержания составляющих 
компонентов. Образцы были изготовлены в виде полированных брусков размерами 
8Х2Х 1,5 .м;и с нанесенными на боковые грани контактами*. 

Исследуемые кристаллы вместе с держателями помещались в сосуд Дьюара с 
жидким азотом. Внешнее статическое поле Е прокладывалось перпендикулярно на­
правлению распространения света . 
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Рис . 1. 1 - поглощение обра;ща 
CdS 0,1CdSe 0,3 при отсутствии под я 
(сплошная кривая) и в поле Е=ЗХ 
Х 104 в/ел~ (пунктирная), 2- поглоще­
ние образца CdS 0,5 CdSe0,5 при отсут­

ств1111 поля (сплошная кривая) и в поле 
Е=2,2 · 104 в/см (пунктирная), 3 - за­
висимость изменения коэффициента по-

глощения Ла=ав-а образца 

CdS 0,7 CdSe0,3 
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Рис . 2. Зависимость изменения 
коэффl'циента поглощения кри­
сталла CdS o,s CdSe0,5 от внеш­

него статического поля. 1 -
Л.=5880 А, 2 - Л.=5940 А, 

3-Л=5980А 

Высокие удельные сопротивления образцов (Р'°'-' 1010 ол~ ·ел~) позволяли создавать 
в кристаллах постоянные поля до 3 · 104 в/см. Изменение коэффициента поглощения 
в области края полосы под действием поля представлено на рис. 1. Сдвиг края погло­
щения у кристалла CdS0,5 CdSe0,5 на 30 А наблюдался при несколько меньшем значе­
нии внешнего поля, чем у кристалла CdS0,7 CdSe0,3, что, по-видимому, связано с боль­

шей крутизной края поглощения имевшегося у нас образца. 
На рис. 1 представлена также зависимость изменения показателя поглощения 

Ла=аЕ-а (аЕ - показатель поглощения при включенном внешнем поле) от длины 

волны света в области края поглощения для образца CdS0,7 CdSe0,3• Зависимость из­

менения показателя поглощения Ла кристалла от внешнего электрического поля при 
некоторых фиксированных значениях длин световы~ волн представлена на рис. 2. 

Исс.1едование инерционности эффекта является предметом да.'IЬнейшего изучения. 

* Кристаллы были выращены Е. А . Музалевским. 
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